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Si 太陽電池の変換効率の向上を目指して Rib 型 Si 太陽電池の開発を進めている。これまで

は両面をテクスチャー化した Rib 型 Si 太陽電池を試作し特性評価を行ってきた。今回は Rib
太陽電池の更なる高性能化を目的に、テクスチャー構造を有する Rib 基板及び膜厚の異なる

c-Si 基板を用いて積層構造の最適化を行った。 
本研究で用いたヘテロ接合 Si 太陽電池の断面模式図を図１に示す。ヘテロ接合の形成には

a-SiOx:H パッシベーション膜[1]を用いており両面テクスチャー化している。また Rib 構造作

製には KOH を用いた異方性エッチングを行っている[2]。 
図２には特性評価の一例として Rib 基板並びに膜厚の異なる c-Si 基板を用いて作製した太

陽電池の開放電圧と i-a-SiO:H 膜厚依存性を示す。なおこの時の Rib 構造は薄い領域が 90μm
のものである。i-a-SiO:H 膜がある場合と無い場合を比べると全体として開放電圧が高くなっ

ておりパッシベーション膜として機能していることがわかる。また i-a-SiO:H の膜厚が厚くな

るほど開放電圧は向上している一方で 2nm 以上成膜すると飽和もしくは減少する傾向となっ

た。これは i-a-SiO:Hの膜厚が増加するに従い界面欠陥も増加している可能性を示唆している。 
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Fig1. A schematic cross sectional diagram of our 
textured Si heterostructure solar cell 

Fig2.  i-a-SiO:H layer thickness dependence of 
open circuit voltage in thickness-different 
substrates 
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